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1.はじめに
　硫化亜鉛(ZnS)は資源が豊富で安価なワイド
バンドギャップ半導体であることから、室温に
て可視から紫外域で動作する発光デバイスの
材料として期待されている。
　当研究室の先行研究より、m 面サファイア基
板 上 に m 面単結晶酸化亜鉛(ZnO)をミスト
CVD 法で作製可能である[1]。我々の研究では、
これを応用し m 面サファイア基板上に m 面単
結晶 ZnO/ZnS の 2 層構造を形成することで、
高い発光効率が期待される非極性面 ZnS のエ
ピタキシャル層をミスト CVD 法で作製するこ
とに成功している[2]。しかし ω ロッキングカ
ーブの半値幅は 1.89°と広く、大幅な結晶性の
改善が必要である。
　結晶性改善のために本研究では、m 面単結晶
ZnO 層に着目し、ZnO 層の結晶性を向上させ
ることで、その上の ZnS 層の結晶性向上を目指
した。ZnO 層の結晶性向上には ZnO バッファ
層を導入し、m 面サファイア基板上に ZnO バ
ファ層/m 面単結晶 ZnO/ZnS の 3 層構造を作
製し、評価を行った。

2.実験方法
　m 面サファイア基板上の ZnO バッファ層/m
面単結晶 ZnO/ZnS の 3 層構造全てをミスト
CVD 法を用いて作製した。ZnO バッファ層の
形成には原料溶液に 0.1mol/L の酢酸亜鉛水溶
液(Zn(CH3COO)2)を用い、キャリアガス流量は
10L/min、成膜温度は 400℃である。m 面単結
晶 ZnO の形成には原料溶液に 0.1mol/L の塩
化亜鉛水溶液(ZnCl2)を用い、キャリアガス流量
は 8L/min、成膜温度は 600℃である。ZnS の形
成には原料溶液に亜鉛源として 0.1mol/L の
ZnCl2 を 50mL、硫黄源としては 0.5mol/L のチ
オ尿素水溶液(CH4N2S)を 10mL 用意し、それ
らの混合溶液を用いた。このとき、Zn 原子と S 原
子の mol 比は 1:1 である。また、キャリアガス
流量は 1L/min、成膜温度は 425℃で作製した 。
3 層全ての成膜時間は 30min、キャリアガスは
窒素である。結晶性を測る指標としては、XRD
ω ロッキングカーブ(XRC)測定の半値幅を用
いた。

3.実験結果と考察
　図 1 に ZnO バッファ層導入後の試料の XRD
測定結果を示す。図 1(a)の θ-2θ スキャンでは、
積層方向に m 面 ZnO と m 面 ZnS のみのピー
クが確認できる。また図 1(b)の φ スキャンでは、

図 1 XRD 測定結果
(a)θ-2θ スキャン  (b)φ スキャン

図 2 XRC 測定結果
(a)ZnO 層の XRC と半値幅  (b)ZnS 層の XRC と半値幅

ZnO と ZnS において、それぞれ二回対称のピ
ークが確認できるため、m 面サファイア基板上
に ZnO 層と ZnS 層はエピタキシャル成長して
いることがわかる。次に ZnO バッファ層導入
前後で XRC 測定を行い、半値幅を比較する。図
2 に ZnO 層と ZnS 層の XRC と半値幅を示す。
図 2(a)より、ZnO バッファ層導入によって
ZnO 層の半値幅が約 47%低減されたことがわ
かる。また図 2(b)より、ZnO バッファ層導入に
より ZnS 層の半値幅が約 39%低減されたこと
がわかる。これは、ZnO バッファ層導入により、
その上の ZnO 層の結晶性が向上することで 、
ZnS 層の結晶性が向上したものと考えられる。

4.結論
　ZnO バッファ層を導入し、m 面サファイア基
板上に ZnO バッファ層/m 面単結晶 ZnO/ZnS
の 3 層構造とすることで、ZnS 層における XRC
の半値幅を約 39%低減することができた。
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